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攣化ははげしいけれどZ6　！亜酸化銅の結晶の境界とそb

内部とにわけて見ると前者では40　yyFを中心にして約

36％の攣化がみとあられ，後者でば30陣Fを申心にし

て約27％の攣化を示；しでいた・したがつて結晶粒め箋

界画ではその静電容量は結晶面より大であるということ

ができ為；整電板の静電容量が堰暦の容量であるとし，

その誘電牽が低周波の場合と同じであり各織一檬である

とし，その厚さを計算して見ると結晶粒界では，O．9×

10－5cm結晶面では1・2×10T5　cm集申定数との比較は

周波籔黍攣るので困難であるが，酸素が結晶粒界画より

多くくいこみ過剰酸素がこの部分に特に多もしたがつ

て堰層を形成している定量的に化合した純梓な亜酸化銅

部分が薄くなつているのではないかと思われる・また容・

量の攣化牽も大ききいことからトソネル効果なども生ず

る可能性がこの部分に多いように考えられるめで，結晶

の方向プ大きさなども整流作用に影響をおよぼすであろ

うと想儀される．　1

V．む　すび』

　以上亜酸化銅整溌板について整流機欝ならびに筆者Q

行つた實瞼死）一端を簡輩に説明したつもりである．これ　　”

らの實験では豫備塵理とし七虞室焼鈍により正逆方向の

特性改善の蔚能なこと1がお』かづだ∵ま≠こ箪結晶で作つた

サソプルは劣化およびクリープが少≦特性が安定であり

これに封し，多結晶整流板の静電容量の測定から結晶粒

界附近の堰層の厚み力韓くなつgいるよ．うに思われるの　　　・

で，特性の不安定は特にこの鷺で生ずる可能性が多いの

でにないかと考えられ都一般に亜酸化銅整流板は劣化

クIJ　e一プ，光電効果等そρ他いろいろの性質があり，種

々條件を攣えて全般をづくし實験し得なかつte・！．．，理論

的にも完余に究明ができない・また製作法について屯最

良の定量的な値も得られなかつたが，これらについてば

は目下研究申であり今後にのこされた大きな問題であ
る．’

なほ本確で大多のご援助をいだtiv・た目本信號KK

の武考技師に感謝する次第である．　　　　～
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アセナフテンの

ヂスノγグオソ置換

　　　　　　　　　　後藤信行・永井芳男・香川義夫

　アセナフテン（1）はナフタリンに比し，その有す

るエチレン橋のためめ封稻は唯一つしかなく，從って’

その直接スルフkン置換の異性髄竜少く，又その機構

も簡軍で圖のようにトリスルフォン酸で一一臆絡結する

もの．との結論を得た．

　まずニトロベンゾールを溶媒とし低源（0～20℃）で

’ク・ルスルフォン酸でモノスルフオン置換を行V・，ア

セナフえンー5（α）一スルフォン酸（II）を得，別に100℃

で濃硫酸でモノスルフオン置換してアセナフテンー3

Y

”（β2）一スルフォン酸（III）を得た・おのおのをナトリウ

ムァマルガムにより脱スルフ6ン酸するに『IIが全部

その作用をうけるに反しIIIはうけないことを知った．

　別に純粋なIIIを搬り，低温でスルフォン置換すO

ばアセナフテンー3（β2），5（α）一ヂスルフtン酸（IV）

を得．高温で行えば3（β2），8（β2）一ヂスルフォン酸

（V）を得る．それはIVならびにVを．それぞれナト

　リウム・アマルガム虎理するにIVよりHIを得るが

vは攣化をうげな・・ことによ雌認したtS・Qである．

　別に，アセナフテンを直接ヂスルフォン置換すれば

その反慮曲線は典型的な形を示し，ヂスルフォン酸は

原料に封し3倍量附近の濃硫酸を用v・た揚合に高率生

成し，この粗製品につきその魎の溶解度の差を利用し

　　　　　　　　　　　　て異性髄を分離するとほと

　　　　　　　　　　　　んどIV，　Vの混合物なるこ

　　　ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§

とを知り得た．

　Armstrong・Wyne、の法

則はアセナフテンの揚合に

も適合しトリスルフitン酸

（VI）の生成は必ずVを経

る、ものと考えられる．　、

　又，ナフタリン核におけ

るスルフォン酸基の・曾β

韓位は，　1→3韓位であつ

て1→2韓位でないことも

知るζとができた．
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